Deneyde tek kath MOSFET Amplifier tasarimui {izerine calisilmistir. Deney oncesinde
DC ve AC analiz yaparak kullanacagimiz direnc degerlerini hesapladik. Buna gore
direnclerimiz;

(R; = 80k, R, =20kQ2 , Rqg = 100kQ2 , Rs = 13k€2)
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1) Devreyi kurdum, ardindan bizden istenen degerlerin 6lciimiinii yaptim.

Ve=2.67V
Vp=5.86 V
Vs=170V

Olciilen degerler 6n calismadaki degerler ile yakin ancak aym degil. Ciinkii pratikte,
teoride kullandigimiz diren¢ degerlerine tam olarak ulasamiyoruz.

Ins=Vs/Rs=1.70/ 13k = 130 pA

2) a. Sinyal iiretecinden 50mV genlikte ve 1kHz’lik frekanstaki AC giris sinyalimizi devreye
verdikten sonra Ry = 10kQ direncinin {izerinden cikis sinyalini aldim. Osiloskoptan aldigim
cikis sinyalleri asagidaki gibidir.

Vin Vuut

rlllEllllill‘l‘-




Av =V /! Vi
Ay =128mV / 50mV
Ay =251
b. Bu béliimde C, kapasitoriinii ve R;. direncini kaldirip 6l¢iim aldim, gézlemledigim sinyal;

Vou (without Cyq and R,)
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AV, open circuit = Vaut J'Ir Vin
Ay =1,34V / 50mV
Ay = 26,7

Goriildiigii gibi yiik direnci (Ry) yok iken elde ettigimiz kazang oldukca fazladir. Yani
bir anlamda acik devre kazanci oldukca yiiksektir.

c. Cq kapasitoriinii ve R, direncini tekrar yerlestirip bypass kapasitorii olan Cs’yi kaldirinca
gozlemledigim sinyal;

Voul (Withﬂllt Cs)
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AV, without Cs = Voul / Vin
Ay =32mV / 50mV
Ay =0.62

Burada Bypass kapasitansinin devre tizerindeki etkisini gériiyoruz, kazang distik oldu.



3) Giris sinyalinin genlik degerini artirdiimiz zaman, cikis sinyalinde zamanla bozulma
gozlemledim. Cikis voltajindaki kayda deger bozulma asagidaki voltaj degerinde oldu.

Vnut,maximum = 0.62V

= 1.24V (peak-to-peak)

4) En basta kurdugum devreyi tekrar kurdum, buna ek olarak giris sinyalinin alindig1 yere
50kQ’luk bir pot bagladim ve istenen 6lciimleri yaptim.
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5) Onceki diizenekte giriste kullandigim 50kQ’luk potu bu sefer cikisa bagladim. Voltaj
béliicii devre gérevi yapan bu diizenekte istenilen dlc¢timleri yaptim.
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6) R;, ve R, direncleri 4. Ve 5. boliimde verilmistir.



